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素として Erを 25at.%含み、室温において 1.5µm帯をピークとする鋭い発光特性を示すことから、
シリコンフォトニクスにおける発光素子材料として期待されている。本研究室ではこれまでに








晶化し、形成された Er2SiO5結晶薄膜は Si(100)面に対して Si[011]方向におよそ 15°程度傾いて
配向していることが確認され、このことから MOMBE 法を用いたエピタキシャル成長の可能性
が見出された。本研究では原料である Er(TMOD)3と TEOSの供給量を変えて試料作製を行い、
これらのパラメータが成長する薄膜に及ぼす影響を調べた。その結果、Er(TMPD)3は薄膜成長の
成長律速となっていること、TEOSが十分に供給された状態で成長を行うことにより薄膜の組成
を一意に決定でき、このときに Er2SiO5を選択的に成長させることができることを突き止めた。 
 
